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[はじめに] 

SiC(0001)の熱脱離により得られるエピタキシャルグラフェン(EG)は高品質かつ大面積であり、

各種デバイスへの応用が期待されている。水素シルセスキオキサン(HSQ)はゲート絶縁膜として優

れた特性があり、トップゲートグラフェンデバイスへの適応がなされている[1]。従来の剥離グラ

フェンの報告[2]では、HSQ 塗布は剥離グラフェンに対して電子ドープとして作用すると報告され

ている。本研究では、HSQ塗布が EGの電子物性に及ぼす影響について検討を行った。 

[実験方法] 

1 cm角の 4H-SiC(0001)を Ar雰囲気下(100 Torr)1650 ℃でアニールし、試料全面にほぼ単層(単層

化率 87 %)のグラフェンが形成された試料を用いた。表面に HSQ(Fox-16)をスピンコート(膜厚:600  

nm)し、120℃でベイクを行った。HSQ塗布前後においてラマン分光法、van der Pauw 法によるシ

ートキャリア密度測定を行った。 

[結果と考察] 

Table. 1に van der Pauw法の測定結果を示す。EG試料の初期状態は n型(電子ドープ)であるが、

HSQ塗布によりキャリアタイプは p型(正孔ドープ)へ変化した。EGのシートキャリア密度変化か

ら HSQにより約 1.0×10
13

 cm
-2の正孔ドープがなされていることが確認された。Fig. 1に Gバンド

位置のラマンマッピングを示す。HSQ塗布前後で Gバンド位置が均一に低波数側にシフトしてい

ることがわかる。Fig. 2は HSQ塗布前後のラマン分光法で得られた Gバンド相関図を示す。HSQ

塗布前後で Gバンド半値幅は 9 cm
-1増加、Gバンド位置は 4 cm

-1低波数側へシフトした。本実験

で得られたキャリア密度の減少による G バンドの挙動は剥離グラフェンでの報告[3]と一致してい

る。  

HSQ 塗布により n型の EGを p型の EGに変化させることが可能であることを示すことができ

た。 
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Fig. 2:G band position vs. G band width  
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Fig. 1 G band position  Raman mapping
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pristine 1051 7.67 n

HSQ coated 847 2.78 p

     ⊿ 204 10.45 n        p

Table. 1 van der Pauw method mesurement result
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